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１．はじめに 

β-Ga2O3結晶はバンドギャップ約4.8eVのパワーデバイス用酸化物半導体基板として注目され結

晶成長や機能・特性の検討が進められている。我々は、Pt-Rh系合金るつぼによる垂直ブリッジマ

ン(VB)法を適用した空気中での結晶育成を検討している 1)。今回 VB 炉内において種子無し一方

向凝固 β-Ga2O3結晶育成を試みた結果、<100>方向に(100)面のファセット成長した直径 25mmの単

結晶を得たので 2)これらの結晶の特徴と結晶性について報告する。 

２．実験方法 

成長した単結晶から成長方向に垂直な(100)面基板を切断し、厚さ約 0.5mmの両面鏡面研磨基板

を得た。これらの基板試料について、クロスニコル観察、X線トポグラフ観察、KOHエッチング

後光学顕微鏡観察を行った。 

３．結果と考察 

クロスニコル観察結果を Fig. 1(a)に示し

た。この観察方法において検出可能な小傾

角境界の無い単結晶基板であることが分か

った。同じ基板の透過 X線トポグラフ写真

を Fig. 1(b)に示した。外周部の一部を除き

透過 X線回折像が得られた。外周部の画像

が欠落した部分(白色部)は、高転位密度領域

またはクロスニコル法では検出できない僅

かな傾角に相当する。ほぼ<010>方向に局所

的に並ぶ転位ピット列を Fig. 1(c)に示した。

この密度は 1×10
4個/cm

2程度であった。Fig. 1(b)の X線トポグラフ写真の白色部分に相当する領域

には 5×10
5個/cm

2程度の高密度転位ピットが存在していた。また、X 線トポグラフ像とは対応し

ない<010>方向に 10～数 10μmサイズで線状に並ぶ欠陥を Fig. 1(d)に示した。この欠陥はエッチン

グ無しでも観察されるもので、K. Nakaiらが報告した欠陥、ナノパイプ 3)であると考えている。 
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Fig. 1 Defect observation 
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